Transistors PNP germanium

PNP germanium transistors

*2N 1305
* 2N 1307
*2N 1309

- Usage général et commutation
General purpose and switching

- Transistors complémentaires

3 Dispositif recommandé
Prefered device

Données principales
Principal features

Complementary transistors

PNP NPN Veeo
2N 1305 -w-——» 2N 1304

2N 1307 «——» 2N 1306
2N 1309 «——» 2N 1308

Dissipation de puissance maximale
Maximum power dissipation
P

30 V
lc 300 mA
VCEsat {10 mA) 02V max.

2N 1305 40- 200
2N 1307 60-300
2N 1309 80 min.
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Valeurs limites absolues d’utilisation & tapmp=25°C
Absolute ratings (limiting values)
Tension collecteur-base
Collsctor-base voltage VCBO -30 v
Tension émetteur-base
Emitter-base voltage VEBO -25 \
Courant collecteur
Collector current IC —300 mA
Dissipation de puissance p
Power; dissipation Ptot 150 w
Température de jonction
Junction temperature max tl 85 oC
Température de stockage min t, — 8 of
Storage temperature max stg 100 C
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2N 1305 *
2N 1307 *
2N 1309 *

Caractéristiques générales a tamp = 25°C
General characteristics

Caractéristiques statiques
Static characteristics

. Pasmbte
- Pmenr
Courant résiduel collecteur-base 'E =0 | 3 6 uA
Collector-base cut-off current VCB =25V CBO - -
Courant résiduel émetteur-base lC =0 \
Emitter-base cut-off current VEB =_o5V EBO -2 -6 LA
2N 1305 —20
Tension de pénétration \
Punch-througr;r voltage 2N 1307 th —-15 v
2N 1309 -15
e =—10mA 2N 1305 40 200
2N 1307 60 300
Vap =—-1V
Valeur statique du rapport du transfert CE 2N 1309 h 80 | 150
direct du courant 21E 15
Static forward current transfer ratio IC = -200 mA 2N 1305
2N 1307 20
Vee=-1V [2n1309 20
i = —10mA
[ — —
lg =025 mA| 2N 1305 0.11-02
" . [ = —10mA
Tension de saturation collecteur-émett c
Collsctor-emitter saturation voltage eur lg =-0,17 mA 2N 1307 | VcEsat -01]-02| Vv
Il =-10mA
C
lg  =-0,13ma| 2N 1309 0,1 |-0.2
. . 1 = _10 Al
Tension de saturation base-émetteur Cc m f
Base-emitter saturation voltage IB = _0,5mAl v BEsat |-0,15 -035| V
Caractéristiques dynamiques (pour petits signaux)
Dynamic characteristics (for small signals)
g = 1 mA| 2N 1305 5 10
Fré i
C;tglfjleprgsu[:ict;oupure Ven = BV 2N 1307 thei | 10 | 15 MHz
c8 2N 1309 5 | 20
Capacité Yea= 5V
apacité de sortie
Ougput capacitance |E =0 ‘022'-7 9 20 pF
f 1 MHz
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* 2N 1305
* 2N 1307
* 2N 1309

Caractéristiques générales a tamp = 25°C
General characteristics

Caractéristiques de commutation
Switching characteristics

Pagmite Min | Typ [ Mex !
Paramster . Min | T | M b
. - | ;
2N 1305 1000
Charge stockée Suivant schéma 1 Q
Storegd charge See circuit 2N 1307 S 700 pC
2N 1309 700
Schéma de mesure de la charge stockée
Stored charge test circuit
4
Ve
-t
| ov &
- (] Ad
Ak ©
At =0,2 us max.
— — 5,6 kst
T O YW ' 560 2
e > h\ Oscilfoscope
’/ Oscilloscope
VG _
| gV -
[ +—I
\] O O
A\
Mesure : C; est augmenté jusqu’ 4 ce que At =0,2 us. Alors - Q_=C, .V,
hy So) s=C1- Vg
leasure

C, is increased tifl At =0,2 us. Then Os =C;. Vg




2N 1305 *
2N 1307 *
2N 1309 *

Caractéristiques statiques
Static characteristics

Montage en émetteur commun (mesures en impulsions)

Lommon emitter circuit {pulse tests)
o
tamb = 25°C
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* 2N 1305
* 2N 1307
* 2N 1309

Caractéristiques statiques
Static characteristics

Montage en émetteur commun (mesures en impulsions)

Common emitter circuit {pulse tests)
Veg=—-1V
2N 1305
h Vo (V)
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2N 1305 *
2N 1307 *
2N 1309 *

Caractéristiques statiques
Static characteristics

{mesures en impulsions)

(pulse tests)
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*2N 1305
*2N 1307
*2N 1309

Caractéristiques dynamiques ({pour petits signaux)
Dynamic characteristics (for small signals)

°
tamb =25 °C
2N 1305
f IMHz2) Copoy, (PF)
T = 35°C 220 M tam] =25°C]
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